Condutividades de Alguns Materiais a Temperatura Ambiente
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Diagramas de bandas de niveis de energia
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Teoria das Bandas Aplicada aos Metais:

2% e 3° Periodos da Tabela Peridédica

0
Cristal com N atomos
|
Anti-ligantes |
| Maior numero de niveis antiligantes,
| porque toda a banda é
OO i desestabilizada devido as repulsdes
------ X interelectronicas
s —O ]
Ligantes > Nivel de Fermi (E;)
I
______ L
4N niveis de energia, parcialmente preenchidos
Metal Electrbes de Para N Niveis re;réi#ircri]eento Iati
eta Valéncia Atomos | preenchidos P G relativa
da banda
Na 1 N N/2 1/8 0.26
Mg 2 2N N 2/8 0.42
Al 3 3N 3N/2 3/8 1.0




Teoria das Bandas Aplicada aos Metais:
4°, 5% e 6° Periodos da Tabela Peridodica

interelectrénicas
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Probabilidade de ocupacao dos niveis. Variacdo de P(E) com T
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Variacao da condutividade dos metais com a temperatura,
tipo e teor de impurezas



Teoria das Bandas em Nao Metais
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Condutividade em materiais de Carbono (grafite e grafenos)




Comparacao com o diagrama de bandas de energia para carbono diamante
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Largura da banda proibida para o carbono diamante
e 0s elementos do mesmo grupo (14)
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Semicondutores Intrinsecos Inorganicos
Grupo 14
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Posicao do nivel de Fermi num semicondutor intrinseco
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Ec-Er=E-E,=E,/2

Variagcao da condutividade dos semicondutores
intrinsecos com atemperatura



Mecanismo de Conduc¢ao
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Variagcao da condutividade dos semicondutores
Intrinsecos com atemperatura



Compostos semicondutores intrinsecos

11V |CrMnFe|Col|Ni
NbMo|Tc|Ru|Rh|Pd
Ta|W |RelOs| Ir [Pt

Grupo 13 Grupo 15

3 electroes de valéncia




Compostos semicondutores intrinsecos

Composto E, /eV
SiC 2.9-3.05
AlP 3.0

AlAs 2.3
GaP 2.25
AlSb 1.52
GaAs 1.34
InP 1.27
GaSb 0.70
GaAs InAs 0.33
InSb 0.18

Estruturas idénticas ao diamante e ao silicio
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